
2003 年度 LSI 概論 小テスト問題（第２回） 11 月 10 日    出題：藤野 毅 

 (1)下記のレイアウトを回路図に変換しなさい．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)上記レイアウトの A-B 線におけるデバイス断面図を描きなさい．（膜厚は適当で OK） 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) あるインバータが下記のような NMOS トランジスタを PMOS トランジスタで構成されている． 
このときのインバータのしきい値電圧 Vinv をもとめよ． 

NMOS トランジスタ Wn/Ln=10μm /0.25μm，しきい値電圧 Vthn=0.5V  
PMOS トランジスタ Wp/Lp=10μm /0.25μm，しきい値電圧 Vthp=-0.5V 
単位面積あたりの酸化膜容量 Cox=7×10-7 [F/cm2]，電源電圧: Vdd=2.5V 
電子/正孔の実効移動度:μn=200[cm2/V・s]，μp=100[cm2/V・s] 

 
 
 
 
(4)上記のインバータの負荷容量として CL=0.3pF が接続されているときの，立上り時間(tr)および立ち

下がり時間(tf)をもとめよ．  
 
 
 
 
(5)Al 配線の膜厚が 0.6μm の時のシート抵抗ρs(Ω/□)を求め，幅 0.3μm，長さ 1mm の配線の抵抗値

を求めよ．（Al の抵抗率ρは 3μΩcm とする．） 
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